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Fig.1: Experimental setup 

  

  

Fig.2: Fluorescene image from the 

transfected gene 
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1. はじめに 

著者らはプラズマ照射による遺伝子導入法の開発及び機構解明へ向けた取り組みを行っている[1]。

極細キャピラリ電極先端に生成されるストリーマ放電を細胞試料に照射する方式では, プラズマが照射さ

れる部分よりもその周囲の部分で遺伝子導入が起こりやすいことが明らかになった。よって本研究では, 

細胞溶液表面に沿った弱い沿面放電を生成し, 沿直方向の強いストリーマの照射を避け, 低ダメージで

の遺伝子を試みた。 

2. 実験方法 

図 1 に装置の概略図を示す。正弦波交流電圧(20kHz)

をダイオードによって半波整流し, 2 本の鉄製の針電極に

印加した。細胞とDNAを分散させた試料の溶液直上に配

置して沿面放電を生成した。使用した細胞はアフリカミドリ

ザル腎由来のCOS7, DNAは pCX-EGFP(0.033μg/μl)であ

る。放電後, CO2 インキュベータにて 24 時間培養した後, 

顕微鏡を用いて試料の蛍光観察を行い, 導入量の検証

を行った。 

3. 結果と考察 

印加電圧 4kV,放電時間 5ms,電極 - ディッシュ間距離

1.0mmの条件における遺伝子の蛍光観察結果を図2に示

す。電極近傍だけでなく, 電極間の広い範囲で導入を示

す蛍光が確認され, 沿面放電の効果が示された。一方で, 

キャピラリ電極方式の場合[2]と同様に, 正負電極直下で

は細胞死が確認され, 沿直方向の放電を完全に抑制でき

ていないことが示唆された。今後, 沿直方向への放電を抑

制するため, 電圧,放電時間,放電距離,電極間距離等の

最適化を行っていく。 
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